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摘要(译)

本发明提供了一种气相沉积掩模和有机电致发光显示设备制造方法。实
现了一种特别是在气相沉积开口处具有高图案精度的气相沉积掩模，而
无需改变衬底结构。该气相沉积掩模包括板构件、设置在板构件的第一
表面处的第一凹入图案、设置在板构件的在该板构件相对侧上的第二表
面处的第二凹入图案以及设置在第一凹入图案和第二凹入图案的交叉部
分处的通孔图案。该通孔图案的形状被布置成既不同于第一凹入图案的
形状也不同于第二凹入图案的形状。
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